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สื่่�อบันัทึกึข้อ้มูลูในตัวัประหยัดัพลงังานสื่งูทึ่�ลงตัวัทึ่�สื่ดุสื่ำาหรบัั
อปุกรณ์พ์กพา, IoT และสื่ว่นการใช้ง้านแบับัฟังักช์้ ั�นสื่ำาเร็จ 
(embedded) ทึ่�มูข่้อ้จำากดัดา้นพ่�นทึ่� 

Kingston มีสี่ว่นประกอบ eMCP มีาตรฐาน JEDEC ให้เ้ลือืกส่รร โดย eMCP 

จะตดิต้�งรวมีกบ้ Embedded MultiMedia Card (e•MMC) แลืะ Low-Power 

Double Data Rate (LPDDR) DRAM ภายใตแ้พคเกจ Multi-Chip Package 

(MCP) ในขนาดที่ี�แส่นกะที่ด้ร้ด ผลืติภณ้ฑ์ด์ง้กลืา่วส่ามีารถประส่านการ
ที่ำางานไดอ้ยา่งลืงตว้ยิ�งข้�น ที่ำาให้ม้ีขีนาดโดยรวมีเล็ืกลืง eMCP จง้เป็นส่ื�อ
บน้ที่ก้ขอ้มีลูืในตว้ที่ี�ยอดเยี�ยมีแลืะเป็นห้น่วยความีจำาที่ี�ดยี ิ�งส่ำาห้ร้บอปุกรณ์
ที่ี�มีขีอ้กำาจ้ดดา้นพื�นที่ี� เช่น่ ส่มีารท์ี่โฟน แท็ี่บเล็ืต อปุกรณส์่วมีใส่ ่แลืะ 
“Internet of Things” (IoT)
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eMCP

เลข้ช้ิ�นสื่ว่นและรายัละเอย่ัดทึางเทึคนคิสื่ำาหรบัั eMCP

eMCP มีาตรฐาน LPDDR3

เลข้ช้ิ�นสื่ว่น
ความูจุ มูาตัรฐาน แพคเกจ

FBGA อณุ์หภูมููกิาร
ทึำางานNAND

(GB)
DRAM
(Gb) eMMC DRAM (mm)

04EM04-N3GM627 4 4 5.0 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถง้ +85°C

08EM08-N3GML36 8 8 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถง้ +85°C

16EM08-N3GTB29 16 8 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถง้ +85°C

16EM16-N3GTB29 16 16 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถง้ +85°C

32EM16-N3GTX29 32 16 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.0 221 -25°C ถง้ +85°C

32EM32-N3HTX29 32 32 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.1 221 -25°C ถง้ +85°C

64EM32-N3HTX29 64 32 5.1 LPDDR3 11.5x13.0x1.1 221 -25°C ถง้ +85°C

eMCP มีาตรฐาน LPDDR4x

เลข้ช้ิ�นสื่ว่น
ความูจุ มูาตัรฐาน แพคเกจ

FBGA อณุ์หภูมููกิาร
ทึำางานNAND

(GB)
DRAM
(Gb) eMMC DRAM (mm)

04EM08-M4EM627 4 8 5.1 LPDDR4x 8x9.5x0.8 149 -25°C ถง้ +85°C

16EM16-M4CTB29 16 16 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถง้ +85°C

32EM16-M4CTX29 32 16 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถง้ +85°C

32EM32-M4DTX29 32 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถง้ +85°C

64EM32-M4DTX29 64 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.0 254 -25°C ถง้ +85°C

128EM32-M4DTX29 128 32 5.1 LPDDR4x 11.5x13.0x1.1 254 -25°C ถง้ +85°C

IoT

อุปกรณ์ส่วมีใส่่

AI Accelerators

ส่มีาร์ที่โฟนแลืะแท็ี่บเล็ืต

กลุมู่ตัลาด

• เที่คโนโลืยแีฟลืช่ NAND แบบมีรีะบบจ้ดการที่ี�ช่ว่ยลืดความีซับ้ซัอ้นใน
การออกแบบแลืะกำากบ้ดแูลืผลืติภณ้ฑ์โ์ดยอาศัย้อนิเที่อรเ์ฟซั eMMC 
มีาตรฐานอตุส่าห้กรรมี ซั้�งช่ว่ยลืดความียุง่ยากในการออกแบบแลืะวง
รอบในการประเมีนิคณุส่มีบต้ใินการที่ำางานลืงไดอ้ยา่งมีาก 

• ห้น่วยความีจำาแลืะส่ื�อบน้ที่ก้ขอ้มีลูืที่ี�มีกีารบรูณาการในระดบ้ส่งูช่ว่ยลืด
พื�นที่ี�ที่ี�ตอ้งใช่ไ้ปกบ้การออกแบบระบบ ที่ำาให้ ้eMCP เป็นผลืติภณ้ฑ์ท์ี่ี�
เห้มีาะอยา่งยิ�งส่ำาห้ร้บฟอรม์ีแฟคเตอรข์นาดเล็ืก  

จดุเดน่ทึ่�สื่ำาคญั
• Low-Power DRAM ช่ว่ยลืดอต้ราการใช่พ้ลืง้งานโดยรวมี ที่ำาให้ ้eMCP 

เป็นผลืติภณ้ฑ์ท์ี่ี�มีปีระส่ทิี่ธิภิาพส่งูส่ำาห้ร้บส่ว่นการใช่ง้านที่ี�ตอ้งอาศัย้
พลืง้งานแบตเตอรี� เช่น่ อปุกรณส์่วมีใส่ ่แลืะอปุกรณ ์IoT แบบพกพา 

• ลืดความีซับ้ซัอ้นในการจ้ดที่ำา Bill of Material เนื�องจากจำานวนส่ว่น
ประกอบที่ี�ลืดลืง  

• ส่ว่นกำาห้นดคา่เฟิรม์ีแวรท์ี่ี�มีใีห้เ้ลือืกใช่ห้้ลืากห้ลืายตามีเงื�อนไขการ
ที่ำางานของคณุที่้�งในดา้นประส่ทิี่ธิภิาพ พลืง้งานแลืะอายกุารใช่ง้าน

เอกส่ารนี้อาจมีีการเปลืี่ยนแปลืงเนื้อห้าโดยไมี่ต้องแจ้งให้้ที่ราบลื่วงห้น้า 
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